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XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОТОЭЛЕКТРОНИКЕ И ПРИБОРАМ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Москва

25-28 мая 2004

ГНЦ РФ ФГУП «НПО «Орион», 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 46/2

Тел: (095)-306-97-07, (095)-176-16-25,   Факс: (095)-368-80-80,   E-mail: orion@sweet-com.ru

 

 

П Р О Г Р А М М А

 

Вторник, 25 мая

 

10.00 – 10.20 Открытие конференции

                   Вступительное слово председателя оргкомитета А.М. Филачева 

 

У01П 10.20
Фотоэлектронные модули для перспективных оптико-электронных систем в ИК-области спектра

Пономаренко В.П., Филачев А.М.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Россия, Москва

 

У02П

11.00
Фоточувствительные приборы с зарядовой связью и КМДП – фотоприёмники: состояние и перспективы 

Костюков Е.В., Кузнецов Ю.А., Скрылёв А.С., Чернокожин В.В., Шилин В.А.*

ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

*ИППМ РАН, Москва, Россия

 

У03П

11.30
Состояние и перспективы применения термоэлектричества в оптоэлектронике

Анатычук Л.И.

Институт термоэлектричества, Черновцы, Украина

12.00 – 12.20 Перерыв

У04П

12.20
Состояние и тенденции развития телевизионных фотоэлектронных приборов

Васильев И.С., Степанов Р.М., Суриков И.Н.

ОАО «ЦНИИ «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

 

У05П

12.55
Низкоразмерные полупроводниковые ФПУ в ИК-микрофото-электронике 

Сизов Ф. Ф.

Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

У06П

13.30
Разработка промышленно ориентированной технологии выращива​ния ГЭС КРТ МЛЭ на подложках (013)GaAs

Михайлов Н.Н., Сидоров Ю.Г., Дворецкий С.А., Варавин В.С., Карташев В.А., Смирнов Р.Н., Анциферов А.П., Придачин Д.Н., Якушев М.В., Сабинина И.В.,            Асеев А.Л.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

14.00 – 15.30 Обед. Посещение выставки

 

У01

15.30
Проблемы создания фотоприёмных устройств со сверхбольшими фотоприёмниками ИК-диапазона 

Завадский Ю.И., Кузнецов Ю.А., Чернокожин В.В., Крошин В.М.*, Белоконев В.М.**, Дегтярёв Е.В.***

ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

*ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Самара, Россия

**МО РФ, Москва, Россия

***22 ЦНИИ МО РФ, Мытищи, Моск. обл., Россия

 

У02

15.50
Многоэлементные ФПУ с ВЗН 4х288 для дальней инфракрасной области спектра с ПЗС + КМОП фокальными процессорами

Овсюк В.Н., Васильев В.В., Захарьяш Т.И., Сусляков А.О., Талипов Н.Х.,             Михайлов Н.Н., Варавин В.С., Сизов Ф.Ф*., Рева В.П.*, Голенков А.Г.*,                  Деркач Ю.П.*, Забудский В.В.*, Коринец С.В.*

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

*Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

У03

16.10
Многорядное матричное фотоприемное устройство формата 4х288 элементов на основе фотодиодов из КРТ

Филачев А.М., Пономаренко В.П., Сагинов Л.Д., Соляков В.Н., Бурлаков И.Д., Мансветов Н.Г., Болтарь К.О., Климанов Е.А., Акимов В.М., Полунеев В.В.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У04

16.30
МФПУ смотрящего типа формата 384х288 элементов спектрального диапазона 8-12 мкм на основе фотодиодов из CdXHg1-XТe

Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Головин С.В., Яковлева Н.И., Стафеев В.И., Акимов В.М.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У05

16.50
Параметры сигналов многорядных фотоприемников на основе КРТ        с учетом коррекции неоднородности чувствительности

Филачев А.М., Пономаренко В.П., Сагинов Л.Д., Соляков В.Н., Бурлаков И.Д.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

17.10 – 17.25 Перерыв

У06

17.25
Матричные фотоприемные устройства на основе антимонида индия форматов 64х64, 128х128, 256х256, 384х288 элементов

Филачев А.М., Бурлаков И.Д., Чишко В.Ф., Касаткин И.Л., Лопухин А.А.,               Пасеков В.Ф., Дирочка А.И.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У07

17.45
Быстродействующее матричное фотоприемное устройство формата 128х128 элементов на основе InSb с покадровым накоплением и функцией дальномера

Пономаренко В.П., Бурлаков И.Д., Чишко В.Ф., Касаткин И.Л., Лопухин А.А.,         Пасеков В.Ф., Приходько В.Н.*, Сюняев Л.З.*, Панфиленко А.К.**

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

*ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

**ООО НПО «Микротелеком», Минск, Белоруссия

 

У08

17.55
Перспективы разработок монолитных охлаждаемых матричных          ИК-приборов для комплексированных многоспектральных систем обнаружения в диапазонах  1,5-5 и 8-12 мкм

Арутюнов В.А., Васильев  И.С., Иванов В.Г., Прокофьев А.Е., Степанов Р.М.

ОАО «ЦНИИ «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

 

У09

18.15
Матричные микроболометрические приемники форматов 160х120          и 320х240

Тарасов В.В., Здобников А.Е., Кудрявцев П.Н., Четверов Ю.С., Жуков А.А.,            Машевич П.Р*, Овсюк В.Н.**, Клемин С.Н.***,  Шаповал С.Ю.****

ОАО «ЦНИИ «Циклон», Москва, Россия 

*ОАО «Ангстрем», Москва, Россия 

**Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

***ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

****ИПТМ РАН, Черноголовка, Моск. обл., Россия

 

У10

18.35
Неохлаждаемые микроболометрические матричные приемники                ИК-излучения на основе золь-гель VOX

Овсюк В.Н., Шашкин В.В., Демьяненко М.А., Фомин Б.И., Васильева Л.Л.,               Соловьев А.П.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

У11

18.55
Матричные фотоприёмники с зарядовой связью с межстрочным  переносом

Костюков Е.В., Михайличенко О.В., Скрылёв А.С., Трунов С.В.*

ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

*ОАО «НИИМЭ и завод Микрон», Москва, Россия

 

Среда, 26 мая 

(Секция А)

9.30 – 12.05

У07П

9.30
Пироэлектрические многоэлементные приемники излучения 
инфракрасного диапазона

Певцов Е.Ф., Чернокожин В.В.*

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), Москва, Россия

*ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

 

У12

10.00
Пироэлектрические матрицы для тепловизионных систем

Меркин С.Ю., Березкин Н.А., Москвина Н.Н., Станская Т.Б., Степанов Р.М.

ОАО «ЦНИИ «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

 

У13

10.20
128-канальное фотоприёмное устройство на основе фоторезистора из селенида свинца

Аракелов Г.А., Бочков В.Д., Дражников Б.Н., Казарова Ю.А., Малюгин Ю.А., Сивенкова В.Н., Трифонов П.В., Храпунов М.Л.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У08П

10.35
Ультрафиолетовые приборы оптоэлектроники на основе гетероструктур AlGaN/GaN

Юнович А.Э. , Широков С.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

У14

11.10
Фотодиоды с большим диаметром чувствительной площадки для спектрального диапазона 0,9-2,55 мкм 

Kуницына Е.В., Андреев И.А., Михайлова М.П., Пархоменко Я.А., Яковлев Ю.П.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

 

У15

11.30
Неохлаждаемые p-InAsSbP/n-InAs фотодиоды для оптоэлектронных сенсоров

Сукач А.В., Тетеркин В.В., Старый С.В., Зотова Н.В.*, Карандашев С.А.*, 

Матвеев Б.А.*,Ременный М.А.*, Стусь Н.М.*,

Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

*Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

 

У16

11-50
Линейные фотоприёмники с зарядовой связью 

Кирдяшев Р.К., Костюков Е.В., Поспелова М.А., Скрылёв А.С., Федукова Н.В.,          Трунов С.В.*

ФГУП «НПП «Пульсар», Москва, Россия

*ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», Москва, Россия

12.05 – 12.20 Перерыв

У17

12.20
Модуль фотоприемного устройства ИК-диапазона

Акимова Н.М., Астахов В.П., Грибанов А.А., Долганин Ю.Н., Загулин В.В.,              Карпов В.В., Корольков В.П., Крашенинников В.С., Кузнецов Н.С., Савченко М.А.

ОАО  «Московский завод «Сапфир», Москва, Россия

 

У18

12.40
Многоканальное высокочувствительное фотоприёмное устройство с малым временем выхода на рабочий режим на основе фоторезистора из CdHgTe

Алексеевичева В.С., Ильева А.П., Липин М.В.*, Поповян Г.Э., Трошкин Ю.С., Филатов А.В., Эсаулов Ю.Н.

ГНЦ ФГУП «НПО» Орион», Москва, Россия

*ООО НТК «Криогенная техника», Омск, Россия

 

У19

12.55
Охлаждаемое ФПУ для малогабаритных тепловизоров

Возьмилов П.Н., Горбунов Е.К., Климанов Е.А., Поповян Г.Э., Посевин О.П.,   Трошкин Ю.С., Филатов А.В., Эсаулов Ю.Н.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У20

13.10
Субматричные фоторезисторы из гетероэпитаксиальных структур КРТ 0,1 эВ, полученных методом МЛЭ с мультиплексором в       холодной зоне

Сусов Е.В., Смолин О.В., Ларцев И.Ю., Сидоров Ю.Г.*, Варавин В.С.*,               Михайлов Н.Н.*

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

*Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

У21

13.25
Сравнительный анализ фотоэлектрических параметров КРТ фоторезисторов на основе объемных монокристаллов и эпитаксиальных структур, выращенных методом МЛЭ

Комов А.А., Курбатов А.В., Ларцев И.Ю., Никитин М.С., Чеканова Г.В.

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 

У22

13.40
Глубокоохлаждаемые фотоприёмные устройства на основе плёнок PbSnTe<In> и PbSnGeTe<In> 

Акимов А.Н., Васильева Л.Ф., Климов А.Э., Смолин О.В.*, Супрун С.П., Сусов Е.В.*, Шумский В.Н.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

*ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 

14.00 – 15.30 Обед. Стендовые доклады (секция A)

 

У23

15.30
Фотоэлектромагнитный приемник ИК-излучения на основе           CdxHg1-xTe

Казиев Ф.Н., Насибов И.А., Ибрагимов Т.И., Гусейнов Э.К.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

 

У24

15.45
Эпитаксиальный SPRITE-фотоприемник

Алиев А.А., Гусейнов Э.К., Мамедов А.К.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

 

У25

16.00
Кремниевые фотодиоды и фототранзисторы со встроенными слоями 

квантовых точек Ge для области 1,3 – 1,5 мкм

Якимов А.И., Двуреченский А.В., Никифоров А.И., Кириенко В.В.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

У26

16.15
Разработка высоконадежного охлаждаемого фоторезистора на основе PbSe для тепловой диагностики железнодорожных составов

Степанушкин А.Г., Годованюк В.Н., Пундик В.И., Дудницкий Н.П.

ОАО «ЦКБ «Ритм», Черновцы, Украина

 

У27

16.30
Разработка высокочувствительного ФПУ «Спектр», используемого в составе Фурье-спектрометра проекта «Марс-экспресс» 

Степанушкин А.Г., Годованюк В.Н., Шевчук В.В., Дудницкий Н.П.

ОАО «ЦКБ «Ритм», Черновцы, Украина

 

У28

16.45
Ультрафиолетовый фотоприёмник для спектрального диапазона     (0,19¸0,28) мкм  на природном алмазе типа 2а

Алтухов А.А., Гаврилов В.В., Ерёмин В.В., Киреев В.А., Митёнкин А.В.

ЗАО «УралАлмазИнвест», Москва, Россия

17.00 – 17.20 Перерыв

У09П

17.20
Основные научно-технические достижения и направления развития цифровой техники для матричных фотоприемных модулей

Гибин И.С.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

У29

17.50
Cхема считывания информации для инфракрасных (ИК) матриц с временной задержкой и накоплением (ВЗН) формата 576х6

Деркач Ю.П., Коринец С.В., Рева В.П., Сизов Ф.Ф.*

Институт микроприборов, Киев, Украина 

*Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

У30

18.10
КМОП мультиплексор для субматричного фоторезистора на ГЭС КРТ МЛЭ, работающего в холодной (80 К) зоне ФЧЭ

Володин Е.Б., Джхунян В.Л., Машевич П.Р., Ларцев И.Ю.*, Смолин О.В.*, Сусов Е.В.*

ОАО «Ангстрем», Зеленоград, Россия
*ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 

У31

18.25

 

 

 

У32

 
Кремниевые схемы считывания различных форматов для многорядных фотоприёмных устройств на основе фотодиодов из КРТ

Акимов В.М., Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Климанов Е.А., Соляков В.Н.,               Сагинов Л.Д., Щукин С.В., Хромов С.С.

ГНЦ ФГУП «НПО» Орион», Москва, Россия

Кремниевые матричные БИС мультиплексоров для ИК-фотоприём​ных устройств «смотрящего» типа

Акимов В.М., Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Васильева Л.А., Климанов Е.А., Лисейкин В.П., Пономаренко В.П., Сагинов Л.Д., Щукин С.В., Юнгерман В.М.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Россия, Москва

 

У33

18.50
Принципы построения и результаты исследования тракта тепловизионного канала 2-го поколения

Шушарин С.Н.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

Секция Б

9.30 – 12.05

У34

9.30
Инфракрасные объективы тепловизионных приборов и лазерные средства измерений их параметров

Иванов В.П., Бугаенко А.Г., Лукин А.В., Мельников А.Н., Морозов А.Е.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 
 

У35

9.50
Современные тенденции в промышленной технологии изготовления полимерных оптических элементов для приборов ночного видения.

Гоев А.И., Князева Н.А., Потелов В.В., Сеник Б.Н.

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», Красногорск, Моск. обл., Россия

 
 

У36

10.05
Оптические системы для приборов ночного видения

Волков В.Г., Леонова Г.А, Саликов В.Л., Украинский С.А.

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 
 

У37

10.20
Канал наведения на основе матричного ФПУ для мобильного лазерного комплекса

Алексеев Ю.В., Муравьев Б.П., Приходько В.Н., Сунцов В.В., Хисамов Р.Ш.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 
 

У38

10.40
Дифракционные структуры для уменьшения бликования проборов  ночного видения

Белозеров А.Ф., Лукин А.В.,  Нюшкин А.А., Хорохоров А.М.*, Ширанков А.Ф.*

ФГУП  «НПО «ГИПО», Казань, Россия

*МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

 
 

У39

10.55
Влияние условий полирования на качество обработки оптических поверхностей элементов из селенида цинка для изделий, работающих в ИК-диапазоне

Гаврищук Е.М.,  Потелов В.В.*, Сеник Б.Н.*, Тимофеев О.В.

Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород, Россия

*ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», Красногорск, Моск. обл., Россия

 
 

У40

11.10
ИК-диоды для приборов ночного видения

Вилисов А.А., Малютенко В.К.*

ОАО НИИ полупроводниковых приборов, Томск, Россия

*Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 
 

У41

11.25
Перспективные фотоприемные устройства с новыми фотокатодами

Айнбунд М.Р., Васильев И.С., Вилькин Е.Г., Забелина Л.Г., Левина Е.Е., Пашук А.В., Петров А.С., Русанова Т.А., Степанов Р.М., Суриков И.Н.

ОАО «ЦНИИ «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

 

У42

11.45
ЭОП с 1,06-мкм-InGaAs-фотокатодом

Долгих А.В., Локтионов В.И., Сахно В.И. и др.

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия
 






12.00 – 12.20 Перерыв

У43

12.20
Разработка научно-технических основ и создание технологии получения многощелочных фотокатодов в СВВ камерах, индивидуально групповым способом

Локтионов В.И., Нестеров И.А 

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

У44

12.40
Разработка GaAs фотокатода для электронно-оптического преобразователя со спектральной характеристикой, продвинутой до l=0,36 мкм

Долгих А.В., Сахно В.И., Дуб А.Д., Граца Е.В.*

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

*ФГУП ПО «Север», Новосибирск, Россия

 

У45

12.55
Получение фотокатодных гетероструктур методом МОС-гидридной эпитаксии

Мармалюк А.А., Падалица А.А., Никитин Д.Б., Рябоштан Ю.Л., Сухарев А.В.,            Булаев П.В.

ФГУП НИИ «Полюс», Россия, Москва

 

У46

13.30
Основные версии базовой технологии мелкоструктурных МКП

Кулов С.К., Кесаев С.А., Макаров Е.Н., Бугулова И.Р., Алкацева Т.Д., Беришвили Н.В., Македонова Л.А., Пергаменцев Ю.Л.

ООО ВТЦ «Баспик», Владикавказ, Россия

 

У47

 
Качество рабочих поверхностей микроканальных пластин

Кулов С.К., Кесаев С.А., Бугулова И.Р., Пергаменцев Ю.Л., Ахполов К.А., Мануков С.И., Бояджиди В.Ю., Беришвили Н.В.

ООО ВТЦ «Баспик», Владикавказ, Россия

 

У48

 
Мелкоструктурные МКП для техники ночного видения

Кулов С.К., Кесаев С.А., Макаров Е.Н., Пергаменцев Ю.Л., Беришвили Н.В.,                Бояджиди В.Ю., Попугаев А.Б., Полина Т.В.

ООО ВТЦ «Баспик», Владикавказ, Россия

 

У49

13.55
Моделирование режимов усиления тока МКП методами теории электрических цепей

Беркин А.Б., Васильев В.В.

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

 

14.10 – 15.30 Обед. Стендовые доклады (секция А)

 

У50

15.30
Оценка качества тепловизионного канала III поколения 

Бугаенко А.Г., Морозов А.Е., Ахметшин А.Ф.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань Россия

 

У51

15.50

 
Принципы построения сканирующей системы тепловизора второго поколения

Редькин С.Н.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У52

16.10
Новая жизнь старых тепловизоров

Васильева И.В., Корнейчик В.Л., Красовская М.Г., Кудряшов А.А., Прокопова Е.А., Чеча Э.П.

ОАО «Пеленг», Минск, Белоруссия

 

 

 

У53

16.30
Упрощенный показатель эффективности воздушной тепловизионной аппаратуры 

Овсянников В.А., Филиппов В.Л.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У54

16.50
Методические аспекты и результаты натурных испытаний тепловизионных приборов 3-го поколения

Белозеров А.Ф., Бугаенко А.Г., Михайлов Е.Н., Морозов А.Е.

ФГУП « НПО «ГИПО», Казань, Россия

17.10 – 17.25 Перерыв

У55

17.25
К вопросу об обнаружении, распознавании и идентификации посредством тепловизионных приборов ростовой фигуры человека  

Овсянников В.А., Пантелеев Н.Л., Филиппов В.Л.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У56

17.45
Экспериментальные исследования радиационных контрастов военнослужащих в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах электромагнитного спектра

Каплан В.Г., Липатов В.В., Яцык В.С.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У57

18.05
Оценка предельно достижимой разности температур, эквивалентной шуму, и эффективного значения элементарного поля зрения тепловизионных приборов 

Овсянников В.А., Филиппов В.Л.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У58

18.25
Моделирование характеристик матричного фотоприемного устройства в составе тепловизионной системы

Балоев В.А., Иванов В.П.,  Латыпов Я.М.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

У59

18.45
Оптические покрытия для современных тепловизионных систем

Гайнутдинов И.С., Сабиров Р.С., Иванов В.А., Несмелов Е.А., Алиакберов Р.Д.,      Сафин Р.Г.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

19-00 – 20.00  Стендовые доклады (секция А)

Четверг, 27 мая (секция А)

9.30 – 12.00

У60

9.30
Автоматизированный контроль технологических параметров, как непрерывный контроль качества. Тенденции развития технологического оборудования для микрофотоэлектроники

Козлов А.Н., Зайцев Д.Ю., Садовский Р.А., Филачев A.M.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У61

9.45
Анизотропное ионноплазменное травление, как основной инструмент трёхмерного формообразования в объёмных микротехнологиях

Лурье М.С., Пятышев Е.Н.

С.-Пб государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия

У62

10.00
Формирование гибридных структур фотоприемных устройств на основе HgCdTe

Билевич Е.О., Апатская М.В., Сизов Ф.Ф.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН, Киев Украина

 

У63

10.15
Получение эпитаксиальных гетероструктур КРТ методом химического осаждения из паров МОС и ртути на подложках из GaAs 

Девятых Г.Г., Моисеев А.Н., Котков А.П., Гришнова Н.Д. 

Институт химии высокочистых веществ РАН, Н.-Новгород, Россия

 

У64

10.30
Формирование гетероструктур на основе соединений кадмий – ртуть – теллур в системе полупроводник-электролит

Божевольнов В.Б.. Яфясов А.М., Коноров П.П.

С.-Петербургский университет, НИИ физики, Санкт-Петербург, Россия 

 

У65

10.45
Исследование свойств эпитаксиальных слоев CdHgTe, выращенных методом ЖФЭ, и характеристик регистрирующих ИК-модулей на их основе

Денисов И.А., Смирнова Н.А., Белогорохов А.И., Флоренцев А.А., 

Шматов Н.И., Прошкин Ю.Н.*, Ларина Г.В.*, Базарова Л.Н.*

ФГУП «ГИРЕДМЕТ», Москва, Россия

*ОАО «Московский завод «Сапфир», Москва, Россия

 

У66

11.00
Влияние низкотемпературного отжига на электрические и структурные характеристики эпитаксиальных слоёв кадмий-ртуть-теллур и марганец-ртуть-теллур

Несмелова И.М., Рыжков В.Н., Гумаров Г.Г.*, Петухов В.Ю.*, Андреев В.А.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия 

*Казанский физико-технический институт КНЦ РАН, Казань, Россия           

 

У67

11.15
Технологические аспекты изготовления  микроболометрических матриц

Либерова Г.В., Кулыманов А.В., Трошков А.Е., Киселева Т.В., Гришина Т.Н., Шарипов А.Г., Кравченко Н.В.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

У68

11.30
Плазмохимические обработки в технологии изготовления микроболометров 

Жуков А.А., .Жукова С.А., .Четверов Ю.С.

ОАО «ЦНИИ «Циклон», Москва, Россия 

 

У69

11.45
Эпитаксиальные слои PbSnTe<In> на Si

Акимов А.Н., Климов А.Э., Супрун С.П., ШумскийВ.Н.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

У70

12.00
Эпитаксиальные, фоточувствительные гетеропереходы                                   Pb1-xSnxSe(In)/PbSe1-xSx, полученные в сверхвысоком вакууме

Салаев Э.Ю., Назаров А.М., Гаджиева С.И.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

12.15 – 12.30 Перерыв

У71

12.30
Твердотельные структуры с неоднородностями субмикронных и нано- размеров как материалы для термоэлектрических охладителей нового поколения 

Булат Л.П., Логвинов Г.Н.*

Санкт-петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Санкт-Петербург, Россия

*Национальный политехнический институт, Мехико, Мексика

 

У72

12.50
Тепловая модель конструкций многоэлементных приемников излучения и методика расчета температурных полей 

Долганин Ю.Н., Козырев М.Е., Карпов В.В., Кузнецов Н.С. –

ОАО  «Московский завод «Сапфир», Москва, Россия

 

У73

13.05
Вакуумные термоэлектрические холодильники для ПЗС космического назначения

Анатычук Л.И., Малышко В.В.

Институт термоэлектричества, Черновцы, Украина

 

У74

13.20
Термоэлектрический модуль  на уровень температуры  ~195 К

Алиева Т.Д., Ахундова Н.М., Абдинов Д.Ш.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

 

У75

13.35
О некоторых особенностях оптимизации режимов электропитания термоэлектрических охладителей в составе фотоприемников.

Аракелов Г.А., Громов Г.Г., Ершова Л.Б.

ГНЦ ФГУП «НПО Орион», Москва, Россия

ЗАО «Российские материалы и технологии», Москва, Россия

 

У76

13.50
Комплексный метод контроля качества конструкции и эксплуатационной надежности термоэлектрических модулей в составе оптоэлектронных приборов

Ершова Л.Б.,. Громов Г.Г., Драбкин И.А.*

ЗАО «Российские материалы и технологии», Москва, Россия

*Институт химических проблем микроэлектроники, Москва, Россия

14.05 – 14.45 Обед

Секция Б 

9.30 – 12.15

У77

9.30
Электронный механизм формирования отрицательных U- центров под воздействием ИК излучения в PbSnTe:In  и  PbSnGeTe:In.

Тугушев В.В,.Сусов Е.В,.Смолин О.В 

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

У78

9.50
Фотопроводимость сплавов Pb1-xGexTe, легированных галлием и иттербием

Скипетров Е.П., Зверева Е.А., Волкова О.С., Голубев А.В., Слынько В.Е.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

 

У79

10.20
Фотоэлектрические и оптические свойства эпитаксиальных пленок          Pb1-xMnxTe(Ga)

Нуриев И.Р., Фарзалиев С.С., Фараджев Н.В., Садыгов Р.М.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

 

У80

10.35
Транспортные и фотоэлектрические свойства нанокомпозита: термически окисленный пористый кремний-сегнетоэлектрик

Григорьев Л.В., Тер-Нерсесянц В.Е. , Соколов В.И.*, Сорокин Л.М.*

С.-Петербургский университет, НИИ физики, Санкт-Петербург, Россия

* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

У81

10.55
Фотоэлектрические явления  в композитах полимер-полупроводник

Кулиев М.М.

Институт радиационных проблем НАН, Баку, Азербайджан

 

У82

11.10
Характеризация фоточувствительных резистивных элементов на основе КРТ в режиме наведенного тока.

Смолин О.В., Сусов Е.В., Якимов Е,Б.

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 

У83

11.30
Источники шумов многоэлементных фотодиодов из антимонида индия

Мирошникова И.Н., Гуляев A.M.

Московский энергетический институт (ТУ), Москва, Россия

 

У84

11.45
Воздействие ионизирующего излучения на электрические и фотоэлектрические свойства  фотодиодов на основе Cdx Hg1-x  Te

Эминов Ш.О., Раджабли А.А.,.Ибрагимов Т.И.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

 

У85

12.00
Оптические фильтры на основе тонких пленок α-Ag2Te для ИК области

Алекперова Ш.М., Алиев А.А., Джалилова Х.Д., Ахмедов И.А.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан 

 

12.15 – 12.30 Перерыв

Стендовые доклады (секция Б)

14.00 – 15.30 Обед 

Экскурсия

 

 

 

Пятница, 28 мая

9.30 –11.45

 

У10П

9.30
ПНВ. Современное состояние и перспективы развития 

Попов Г.Н., Голубев П.Г., Кандауров А.С., Синицын Ю.А., Южик И.Б.

ФГУП «ЦКБ «Точприбор», Новосибирск, Россия

 

У11П

10.00
Современные достижения и мировые тенденции развития микрокриогенных систем для фотоприемных устройств

Громов А.В.,. Ермаков В.М, Карагусов В.И., Липин М.В., Ляпин. В.И.

ООО «НТК «Криогенная техника», Омск, Россия

 

У12П

10.30
Сверхрешетки на основе InAs/GaInSb как перспективный материал для третьего поколения инфракрасных приемников

Энтони Рогальский

Институт прикладной физики, Военный технологический университет,                 Варшава, Польша

 

У86

11.05
Новый тип материалов для высокочувствительных инфракрасных фотоприемников 

Акимов Б.А., Брандт Н.Б., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.

Московский государственный университет, Москва, Россия 

 

У87

11.25
Разработка новых материалов и фотоприемников для инфракрасной техники 

Годованюк В.Н., Горбатюк И.М.*, Добровольський Ю.Г.**, Остапов С.Э.*,                 Раренко И.М.*, Рюхтин В.В.

ОАО «ЦКБ «Ритм», Черновцы, Украина 

*Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, Украина

**Институт термоэлектричества, Черновцы, Украина

11.45 – 12.00 Перерыв

У13П

12.00
ИК–«микровидение» электронных и тепловых процессов в полупроводниковых приборах

Малютенко В.К.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

У88

12.35
Тепловизионный микроскоп

Базовкин В.М., Гузев А.А., Ковчавцев А.П., Курышев Г.Л., Ларшин А.С.,         Половинкин В.Г.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

У89

12.55
Видиконы, чувствительные в средней инфракрасной области с фотомишенями на структурах полупроводник – диэлектрик

Ковтонюк Н.Ф., Мисник В.П., Соколов А.В.

ФГУП «ЦНИИ «Комета», Москва, Россия

 

У90

13.15
Высокие технологии изготовления систем ночного видения с ЭОП. Состояние и итоги 2003 г.

Локтионов В.И. 

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

 

13.35
Закрытие конференции

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Секция А

Среда, 26 мая

 

А01
Оптические переключатели на основе монокристаллов 

Годжаев Э.М., Рагимов Р.С. , Рустамов В.Д. 

Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан

 

А02
Метод неразрушающего технологического контроля при создании микроболометрических мостовых структур с помощью электронного растрового микроскопа

Абрамов А.А., Дицман С.А., Каган Н.Б., Либерова Г.В., Эскин Ю.М.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Россия, Москва

 

А03
Развитие современных приборов и методов для анализа материалов микрофотоэлектроники 

Креопалов В.И., Потапкин О.Д.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

А04
Новые высокочувствительные виброустойчивые пировидиконы для диапазона длин волн 8-14 мкм
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ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

*НИИ МВС ТРТУ, Таганрог, Россия

 

А08
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*ГУП НПЦ «ЭЛВИС», Зеленоград, Россия

 

А17
Электронно-лучевые процессоры сверх быстрой обработки информации, получаемой с фотоприёмников
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Султанов Н.А.

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан
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Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

 

А34
Определение тепловых параметров микроболометров из электрических измерений
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ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

А39
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Андреева Т.А. Гаврушко В.В. Кузюков С.Г. Прошкин Ю.Н. Сапожников А.А., Чупраков А.М. Шленский А.А.

ФГУП «Гиредмет», Москва, Россия

Новгородский государственный университет, Новгород, Россия

 

А44
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Термоэлектрические пленочные приемники излучения микроваттного диапазона
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Лебедев О.А., Нужин А.В.*, Нужин В.С., Солк С.В.
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Бакуменко В.Л., Бегучев В.П., Сагинов Л.Д., Свиридов А.Н. 

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

А64
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Оптимизированный материал для р-ветвей термоэлектрических охладителей на основе твердого раствора Bi0,5Sb1,5Te3 

Бархалов Б.Ш., Алиев Р.Ю., Багиева Г.З, Мустафаев Н.Б.,  Магеррамова К.И. 

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

 

А73
Конструкционные полимерные клеи повышенной технологичности для сборки фотоприемников и фотоприемных устройств

Антипова М.А., Яснова К.И., Дражников Б.Н..

ГНЦ ФГУП «НПО» Орион», Москва, Россия

 

А74
Исследование зависимости электрофизических параметров пленок КРТ МЛЭ от уровня легирования In

Бахтин П.А., Дворецкий С.А., Варавин В.С., Коробкин А.П., Михайлов Н.Н.,           Сидоров Ю.Г., Смирнов Р.Н., Якушев М.В.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

А75
Влияние низкотемпературных отжигов на электрофизические параметры пленок CdHgTe

Бахтин П.А., Дворецкий С.А., Варавин В.С., Коробкин А.П., Михайлов Н.Н.,          Сидоров Ю.Г.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

А76
Плазмохимическое осаждение пленок оксинитрида кремния для пассивации поверхности  КРТ

Васильев В.В., Дульцев Ф.Н., Машуков Ю.П., Парм И.О., Соловьев А.П.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

 

А77
Оптимизация формы поверхности тонкопленочного ИК-приемника

Григорьев Л.В., Соколов В.И.*

С.-Петербургский университет, НИИ физики, Санкт-Петербург, Россия 

*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 

А78
Оптимизация травильных композиций на основе растворов системы H2O2–HBr–винная кислота для химической обработки CdTe, легированного примесями Ga, Ge, Sn, As + Cl, Sb

Стратийчук И.Б., Томашик В.Н., Томашик З.Ф., Фейчук П.И.

Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

А79
Разработка полирующих травителей на основе растворов H2O2 – HCl – винная кислота для удаления тонких слоёв с поверхности монокристаллов СdTe  и СdxHg1–xTe

Лукиянчук Э.М., Томашик З.Ф., Томашик В.Н.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН, Киев, Украина

 

А80
Фотоэлектретный эффект без внешнего поляризующего поля в полупроводниковых пленках

Набиев Г.А.

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

 

А81
Фотоэлектрические свойства пленок а2в2с6, осажденных из раствора

Абдинов А.Ш., Джафаров М.А., Насиров Э.Ф.

Бакинский государственный университет, баку, Азербайджан

 

 

 

 

 

Секция Б

27 мая, четверг

 

Б01
Моделирование спектральной характеристики фоточувствительности МФПУ на основе КРТ

Болтарь К.О., Яковлева Н.И., Рожнов Р.В.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

Б02
Контроль пространственного распределения межузельного кислорода в кремнии с повышенным пространственным разрешением

Винецкий Ю.Р., Титов А.Г., Тришенков М.А., Хакуашев П.Е.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

Б03
Влияние ионизирующего излучения на анизотропию электрических свойств селенида индия

Аскеров К.А., Гаджиева В.И. 

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

 

Б04
Химическое модифицирование поверхности монокристаллов твердых растворов ZnxCd1-xTe иодвыделяющими травителями системы             H2O2–HI–молочная кислота
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Изучение электрофизических свойств CdTe пленок с аномальным фотонапряжением координирующего чувствительность автономный приемника оптического излучения

Рахимов Н.Р., Хатамов С.О.

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

 

Б46
Исследование фонового излучения и возможности ее ограничения в полупроводниковой ионизационной системе

Хайдаров З.Х.

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

 

Б47
Влияние ионизирующих излучений на параметры фоточувствитель​ных плёнок на основе арсенида галлия, фосфида галлия и теллурида кадмия легированного селеном  и цинком

Тохиров М., Тохиров К.

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

 

Б48
Акустофотовольтаический эффект в монокристаллах 

Годжаев Э.М., Рагимов Р.С. , Рустамов В.Д.

Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан.

 

Б49
Теплоемкость твердых растворов Cdx Hg1-xТe

Никифоров В.Н., Средин В.Г.

Военная академия РВСН им. Петра Великого, Москва, Россия

 

Б50
Влияние легирования редкоземельными элементами на исходную и сенсибилизированную ИК-фоточувствительность слоистых кристаллов селенида индия

Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф.*, Рзаев P.M.*, Эйвазова Г.Х.

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

*Азербайджанский государственный экономический университет, Баку, Азербайджан 

 

Б51
Фоточувствительность гетеропереходов 
 в видимой и ближней ИК области спектра

Мамедов Г.М., Гасанов Г.А.*

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

*Нахичеванский государственный университет, Нахичевань, Азербайджан

 

Б52
Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов n-InSe<РЗЭ>/n-CuInSe2 в видимой и ближней ИК области 

Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф.*, Исмаилов Р.М.**, Эйвазова Г.Х.

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

*Азербайджанский государственный экономический университет, Баку, Азербайджан

**Сумгаитский государственный университет, Сумгаит, Азербайджан 

 

Б53
Действие поляризованного света на спектральные кривые фотопроводимости для монокристаллов MnGaInS4

Нифтиев Н.Н., Тагиев О.Б.*, Гасанова С.Э.**, Талыбова Д.А.**

Азербайджанский государственный педагогический университет, Баку, Азербайджан

*Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

**Азербайджанский государственный медицинский университет, Баку, Азербайджан

 

Б54
исследование спектров фототока монокристаллов твердых растворов TlGa1-xFexSe2

Гасанов А.И., Гасанов Н.З., Керимова Э.М., Керимов Р.Н.

Институт физики Национальной Академии Наук, Баку, Азербайджан

 

Б55
Влияние качества поверхности и приповерхностных слоев стекла на чувствительность многощелочных фотокатодов, выращенных в сверхвысоковакуумных (СВВ) камерах

Локтионов В.И., Нестеров И.А.

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

 

Б56
Высокая наукоемкая серийная технология финишной очистки экранно-корпусного узла (ЭКУ) ЭОП с прямым переносом изображения

Локтионов В.И., Багдуев Р.И.

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

 

Б57
Новый объектив для модернизированных ночных приборных комплексов

Козлов К.В., Кунделева Н.Е., Марчик В.А., Ходосевич В.М.

ОАО «Пеленг», Минск, Белоруссия

 

Б58
Малогабаритное видеоконтрольное устройство для телевизионных и тепловизионных прицельных устройств

Сосновик М.И., Васильев И.С., Маркизов А.С., Петров И.Н., Федотенков Ю.Ф.

ОАО «ЦНИИ «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

 

Б59
Плоский преобразователь изображений

Котенко В.П.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия

 

Б60
Преобразователь оптического изображения на основе гетероперехода Сd1-xZnxS-CdТе1-xSex

Джафаров М.А., Насиров Э.Ф., Тахмазова А.И.

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

 

Б61
Оценка рабочих характеристик оптико-электронных систем наблюдения

Горева Н.З., Эдельштейн Ю.Г.

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

Б62
К вопросу об оценке электронно-оптических преобразователей по параметру «отношение сигнал/шум»

Эдельштейн Ю.Г. 

ГНЦ ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия

 

Б63
Комплекс прицельный универсальный ночного видения

Волков В.Г., Саликов В.Л., Украинский С.А.

ФГУП «Альфа», Москва, Россия

 

Б64
Оптика для инфракрасных излучающих диодов

Лебедев О.А., Сабинин В.Е., Солк С.В.

ФГУП НИИКИ ОЭП, Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия

 

Б65
Оптико-электронная система ночного видения с увеличенным световым динамическим диапазоном

Зотиков А.Ф., Горбаченя Н.К.

ОАО «Пеленг», Минск, Белоруссия

 

Б66
Телевизионная  измерительная система

Матюшенко В.Г., Горобинская Е.А., Жирков А.О.

ГНЦ ФГУП «Гос. НИИ авиационных систем», Москва, Россия

 

Б67
Новые ночные очки на ЭОП с твистером

Локтионов В.И., Един В.А., Кочмарев А.В., Касацкий Ю.В. 

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

 

Б68
Широкоугольные ночные очки на новом поколении ЭОП с рабочим диаметром фотокатода 25 мм

Локтионов В.И., Един В.А., Кочмарев А.В., Касацкий Ю.В.

ОАО «Катод», Новосибирск, Россия

 

Б69
Математическое моделирование бортовой аппаратуры для исследования алгоритмов микросканирования

Жидков П.М., Красоткин B.C.

ФГУП «ЦНИИ «Комета», Москва, Россия

 

Б70
Поиск и распознавание объектов на базисе нейросетевых алгоритмов и нейропроцессорных технологий

Кузнецов А.А., Опарин А.Н., Шишкин В.А.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

Б71
Обработка тепловизионных изображений для визуального распознавания

Стефанов В.А., Кравченко B.C.

ГНЦ ФГУП «Гос. НИИ авиационных систем», Москва, Россия

 

Б72
Разработка программно-аппаратного комплекса выходного контроля параметров электронно-оптических преобразователей

Беркин А.Б., Макуха В.К., Степанов С.В.

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

 

Б73
Выделение малоразмерных объектов на предельной дальности

Горенок В.Н., Джигайло В.Н, Опарин А.Н.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

Б74
Обнаружение динамических малоразмерных объектов в различных спектральных диапазонах

Борисова И.В., Ерошкин Р.Э., Кузнецов А.А., Опарин А.Н., Осьминко А.Н.,                Попов П.Г., Шишкин В.А.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

Б75
Многоканальная система цифровой обработки для тепловизионных систем наблюдения

Зорин А.А., Разумова И.И., Тарков В.А.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия

 

Б76
Селекция малоразмерных объектов на основе меры структурированности изображений 

Адонина О.Л., Борисова И.В., Горенок В.Н., Джигайло В.Н., Попов П.Г.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

Б77
Совмещение изображений различных спектральных диапазонов

Борисова И.В., Кузнецов А.А., Попов П.Г.

ГУП «Сибирский НИИ оптических систем», Новосибирск, Россия 

 

Б78
Видеопроцессор реального времени для пиротепловизора и низкоуровневых телевизионных систем

Бодров В.Н., Кондратов П.С.; Падалко Г.А.*

ГОУВПО МЭИ (ТУ), Москва, Россия

*ФГУП ПО «АОМЗ», Азов, Россия

 

Б79
Алгоритм приведения результатов испытаний тепловизионного прибора к нормированным значениям параметров и условий  визирования объекта наблюдения

Трестман М.М., Харькова Н.И.

ФГУП «НПО «ГИПО», Казань, Россия

 

 

 

Конференция будет проходить в ФГУП «НПО «Орион» по адресу: Москва, ул. Косинская, д.9 (вблизи метро «Выхино»).

*Талалакин Г.Н.
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